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Verfahren zum Herstellen von Halbieiterbauelementen 

Die Erfindung betriffl ein Verfahren zum Herstellen von Halbieiterbauelementen, bei dem eine dotierte 
Oberflachenzone in einer Hauptflache eines scheibenformigen Halbleiterkorpers erzeugt wird, bei dem die andere 
HauDt- flache bereits mit einer dotierten Oberflachenzone oder -schicht versehen ist, wobei der Dotierstoff durch 
lonenimplantation eingebracht wird. 

Beim Herstellen von Halbieiterbauelementen, das normalerweise in scheibenformigen Halbleiterkorpem erfolgt, ist es 
haufig erforderlich, in einer Hauptflache des Halbleiterkorpers - die Ruckseite der Scheibe - einen Dotierstoff durch 
lonenimplantation einzubringen, wenn die andere Seite der Halbleiterscheibe - die Hauptflache - bereits etne dotierte 
Oberflachenzone, z.B. eine epitaktische Schicht - tragt oder in ihr bereits die herzustellenden Halbleiterbauelemente in 
ihrem Zonenaufbau fertiggestellt sind. 

Nach dem Einbringen des Dotierstoffes durch lonenimplantation ist noch eine thermische Behandlung errorderlich, die 
die bei der lonenimplantation erzeugten Gitterstorungen reduziert und ggf. den implantierten Dotierstoff weiter in den 
Halbleiterkorper eindiffundiert. 

Diese thermische Behandlung wird bisher in einem Ofen durchgefuhrt, d.h. der gesamte Halbleiterkorper, die 
Halbleiterscheibe, wird auf eine fur die gew u schte Behandlung ausreichend hohe Temperatur ertiitzt. Dabei treten 
aber auch in den an oder auf der Hauptflache befindlichen Schichten und Zonen schon Diffusionsprozesse auf, die das 
dort erzeugte Dotierungsprofil merkbar verandern konnen. 

Beispiele fur solche Dotierungen der Scheibenruckseite durch lonenimplantation und anschliessende thermische 
Behandlung sind das Einbringen einer Phosphordotierung in einen r\J-lei-i;vnden Halbleiterkorper, wodurch eine 
gewisse?:Getterwirkung1, erzielt wird, d.h. die eingebrachten Phosphoratome und die damit verbundenen, 
verbleibenden Gitterstorungen bilden Zentren, an denen sich im Halbleiterkorper vorhandene, aber storende 
Dotierstoffatome anlagern konnen. 

Ein weiteres Beispiel ist das Einbringen einer hochdotierten, gut leitenden Kontaktzone in die Ruckseite eines 
hochohmigen Halbleiterkorpers. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so auszugestalt n, 
dass keine thermische Behandlung durchgefuhrt zu werden braucht, die bereits im Halbleiterkorper vorhandene 
Dotierungsverteilungen merkbar verandert. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemass dadurch gelost, dass die an die Implantation anschliessende thermische 
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Behandlung mit Hilfe einer auf die genannte Hauptfiache des Halbleiterkorpers gerichteten intensiven optischen 
Strahlung durchgefuhrt wird. 

Vorteilhafte Anwendungen des Verfahrens nach der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Der Volstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es bereits bekannt ist (Appl. Phys. Letters 32 (1978) 3,|139- 
141) die Gitterstorungen in durch lonenimplantation dotiertem Silicium durch Bestrahlen mit einem Laser auszdheilen. 

Mit dem Verfahren nach der Erfindung wird erreicht, dass auf eine thermische Behandlung des gesamten 
Halbleiterkorpers verzichtet werden kann und dadurch die Gefahr, das schon vorhandene Dotierungsverteilungen 
merkbar ver andert werden, weitgehend ausgeschossen wird und als Folge davon die Fertigungsausbeute gesteigert 
wird. 

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der beigefugten Zeichnung naher erleutert. 
Es zeigen: Fig. 1+2 einen Schnitt durch einen scheibenformigen 

Halbleiterkorper mit einer in seine Ruck seite eingebrachten Getterdotierung in zwei aufeinanderfolgenden Stufen 
seiner 

Herstellung, und Fig. 3-5 einen Schnitt durch einen hochohmigen, scheibenformigen Halbleiterkorper mit einer 
niederohmigen Kontaktierung an seiner Ruckseite in drei aufeinander folgenden Stufen seiner Herstellung. 

Fig. 1 zeigt einen scheibenformigen, N-leitenden Halbleiterkorper 1 , auf den bereits eine dotierte, ep- taktisie Schicht 
10 aufgebracht ist. Um diesen Halbleiterkorper an seiner Ruckseite mit einer getternden Phosphordotierung zu 
versehen, werden zunachst wie in Fig. 1 durch den Pfeil 3 symbolisch dargestellt, in die Ruckseite der Scheiben 
Phosphoratome implantiert, so dass sich an der Ruckseite der Scheibe (siehe Fig. 2) eine dotierte Zone 11 bildet. 

Um nun die bei der Implantatin aufgetretenen Gitterstorungen auszuheilen, und auch die Phosphoratome in den 
Halbleiterkorper einzudiffundieren, wird die Scheibenruckseite, wie in Fig. 2 durch den Pfeil 4 symbolisch angedeutet, 
einer intensiven optischen Bestrahlung ausgesetzt. Die durch diese Strahlung in der Scheibenruckseite erzeugte 
Warmeenergie reicht aus um die erwunschten Effekte zu erzielen, ist aberzu gering, um die Dotierungsverteilung in 
der epitaktischen Schicht 10 und dem angrenzenden aktiven Teil des Halbleiterkorpers merkbar zu verandem. 

Die intensive optische Strahlung kann z.B. durch einen kontinuierlich Oder gepulst betriebenen Laser erzeugt werden, 
dessen Strahl so uber die Scheibenruckseite gefuhrt wird, dass nacheinander die gesamte Flache erfasst wird. 

Das zweite Ausfuhrungsbeispiel zeigt die Herstellung eines niedrohmigen Kontaktes an der Ruckseite eines 
hochohmigen Halbleiterkorpers. In Fig. 3 stellt eins den hochohmigen P-leitenden Halbleiterkorper dar, auf dessen 
Vorderseite bereits Halbleiterbauelemente 2, insbesondere UHF-Tran sistoren, erzeugt sind. 

In die Ruckseite des Halbleiterkorpers 1 wird, wie in Fig. 3 durch den Pfeil 31 angedeutet, durch lonenimplantation Bor 
eingebracht, so dass eine N -leitende Zone 12 entsteht (siehe Fig. 4). Das Ausheilen der entstandenen Gitterstorungen 
und das Eindiffundieren der implantierten Boratome geschieht hier, ebenso wie bei dem oben anhand der Fig. 1+2 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel mit Hilfe einer durch den Pfeil 4 angedeuteten intensiven optischen Bestrahlung, 
deren Warmeenergie ebenfalls fur den genannten Zweck ausreicht, aber zu niedrig ist, um die Dotierungsverteilung in 
dem eigentlichen Halbleiterbauelement 2 merkbar ztr verandem. 

Die so an der Ruckseite des Halbleiterkorpers erzeugte hochohmige Kontaktierungszone wird dann durch eine 
aufgebrachte Metallisierung, z.B. eine Au- Oder AlSi-Scbicht kontaktiert. 

Die intensive optische Strahlung wird auchhier vorzuGsweise durch einen Laser erzeugt, dessen Strahl uber die 
Ruckseite des Halbleiterkorpers gefuhrt wird. 
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PatentansPruche: fm G Verfahren zum Herstellen von Halbleiterbauelement n, bei dem eine dotierte Oberflachenzone 
in einer Hauptfiache eines scheibenformigen Halbleiteri#6rpers erzeugt wird, bei dem die andere Hauptfiache bereits 
mit einer dotierten Oberflachenzone Oder -schicht versehen ist, wobei der Dotierstoff durch lonenimplantation 
eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die an die Implantation an schliessende thermische Behandlung mit 
Hilfe einer auf die genannte Hauptfiache des Halbleiterkorpers gerichteten intensiven optischen Strahlung durchgefuhrt 
wird. 

2. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 , zum Einbringen einer Getterdotierung in einem Halbleiterkorper. 
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3. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1, zum Kontaktieren eines hochohmigen Halbleiterkorpers. 
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T^} Verfahren zum Herstellen von Halbleiterbauelementen, 
bei dem eine dotierte Oberfiachenzone in einer Hauptflache 
eines scheibenformigen Halbleiterkorpers erzeugt vdrd, 
bei dem die andere Hauptflache bereits mit einer dotierten 
Oberflachenzone oder -schicht versehen ist, vobei der 
Dotierstoff durch Ionenimplantation eingebracht wird, 
dadurch gekennzeichnet , daB die an die Implantation an- 
schlieSende thermische Behandlung mit Hilfe einer auf 
die genannte Hauptflache des Halbleiterkorpers gerichteten 
intensiven optischen Strahlung durchgefiihrt wird. 

2. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1, zum Ein- 
bringen einer Getterdotierung in einem Halbleiterkorper. 

3. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1, zum Kon- 
taktieren eines hochohmigen Halbleiterkorpers. 
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Verfahren zum Herstellen von Halbleiterbauelementen 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von 
Halbleiterbauelementen, bei dem eine dotierte Ober- 
flachenzone in einer Hauptflache eines scheibenformigen 
Halbleiterkorpers erzeugt wird, bei dem die andere Hauot- 
flache bereits mit einer dotierten Oberflachenzone oder 
-schicht versehen ist, wobei der Dotierstoff durch Ionen- 
implantation eingebracht wird. 

Beim Herstellen von Halbleiterbauelementen, das normaler- 
weise in scheibenfo'rmigen Halbleiterkorpern erfolgt, ist 
es haufig erforderlich, in einer Hauptflache des Halb- 
leiterkSrpers - die RQckseite der Scheibe - einen Dotier- 
stoff durch Ionenimplantation einzubringen, wenn die andere 
Seite der Halbleiterscheibe - die Hauptflache - bereits 
eine dotierte Oberflachenzone, z.B. eine epitaktische Schicht 
- tragt oder in ihr bereits die herzustellenden Halbleiter- 
bauelemente in ihrem Zonenaufbau fertiggestellt sind. 
Nach dem Einbringen des Dotierstoffes durch Ionenimplantation 
ist noch eine theraische Behandlung erforderQich, die die bei 
der Ionenimplantation erzeugten Gitterstorungen reduziert 
und ggf. den implantierten Dotierstoff weiter in den Halb- 
1 eit erkorper eindif fundi ert . 
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Diese thermische Behandlung wird bisher in einem Of en 
durchgefuhrt, d.h. der gesamte Halbleixerkorper, die , 
Halbleiterscheibe, wird auf eine fur die gevjiinschte ' 
Behandlung ausreichend hohe Teaperatur erhitzt. Dabei 
tret en aber auch in den an Oder auf der Hauptflache ; 
bef indlichen Schichten und Zonen schon Diffusionspro- 
zesse auf, die das dort erzeugte Dotierungsprofil merk- 
bar verandern konnen. 

Beispiele fur solche Dotierungen der Scheibenriickseite 
durch Ionenimplantation und anschlieBende thermische Be- 
handlung sind das Einbringen einer Phosphordotierung in 
einen N-leitenden Halbleiterkbrper, wodurch eine gevisse 
"Getterv/irkung" erzielt wird, d.h. die eingebrachten 
Phosphoratome und die damit verbundenen, verbleibenden 
Gitterstorungen bilden Zentren, an denen sich im Halb- 
leiterkoiTper vorhandene, aber storende Dotierstoffatome 
anlagern konnen. 

Ein weiteres Bei spiel ist das Einbringen einer hochdo- 
tierten, gut leitenden Kontaktzone in die Ruckseite eine's 
hochohmigen Halbleiterkorpers. 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde* das Verfahren 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so auszugestalten, 
daB keine thermische Behandlung durchgefuhrt zu werden 
braucht, die bereits im HalbleiterkBrper vorhandene 
Dotierungsverteilungen merkbar verandert. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB 
die an die Implantation anschlieBende thermische Be- 
handlung mit Hilfe einer auf die genannte Hauptflache 
des Halbleiterkorpers gerichteten intensiven optischen 
Strahlung durchgefuhrt wird. 
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Vorteilhafte Anwendungen des Verfahrens nach der Erfindung 
ergeben sich ais den Unteranspruchen. 

Der VoHJstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, da3 es 
bereits bekannt ist (Appl. Phys. Letters 32 (1978) 3, 
139-141) die Gitterstorungen in durch Ionenimplantation 
dotiertem Silicium durch Bestrahlen mit einem Laser aus-. 
zuheilen. 

Mit dem Verfahren nach der Erfindung wird erreicht, dafl 
auf eine thermische Behandlung des gesamten Halbleiter- 
korpers verzichtet werden kann una dadurch die Gefahr, 
das schon vorhandene Dotierungsverteilungen merkbar ver- 
andert werden, weitgehend ausgeschbssen wird und als 
Folge davon die Fertigungsausbeute gesteigert wird. 

Zwei Ausftihrungsbeispiele der Erfindung werden im 
folgenden anhand der beigefugten Zeichnung nailer er- 
lSutert, 
Es 2eigen: 



Pig. 1+2 einen Schnitt durch einen scheibenformigen 
Halbleiterkdrper mit einer in seine Ruck- 
seite eingebrachten Getterdotierung in 
zwei aufeinanderfolgenden Stufen seiner 
Herstellung, und 

Fig. 3-5 einen Schnitt durch einen hochohmLgen, 
scheibenformigen Halbleiterkorper 
mit einer niederohmigen Kontaktierung 
an seiner Ruckseite in drei aufeinander- 
folgenden Stufen seiner Herstellung. 

Fig. 1 zeigt einen scheibehfSrmigen, N-leitenden Halb- 
leiterkorper 1, auf den bereits eine dotierte, epi- 
taktisdas Schicht 10 aufgebracht ist. Urn diesen Halbleiter- 
korper an seiner Riickseite mit einer getternden Phosphor- 
dotierung zu versehen, werden zunachst wie in Fig. 1 
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durch den Pfeil 3 symbolisch dargestellt, in die Ruck- 
seite der Scheiben Phosphoratome implantiert, so daQIsich 
an der Riickseite der Scheibe (siehe Fig. 2) eine dotierte 
Zone 11 bildet. 

. t 
i 

Urn nun die bei der Implantaticn auf getretenen Gitter- 
storungen auszuheilen, und auch die Phosphoratome in 
den Halbleiterkorper e inzudif fundi er en, wird die Scheiben- 
ruckseite, wie in Fig. 2 durch den Pfeil 4 symbolisch an- 
gedeutet, einer intensiven optischen Bestrahlung ausger 
setzt. Die durch diese Strahlung in der Scheibenruckseite 
erzeugte Warmeenergie reicht aus urn die erwiinschten Effekte 
zu erzielen, ist aber zu gering, torn die Dotierungsver- 
teilung in der epitaktischen Schicht 10 und dem an- 
grenzenden aktiven Teil des Halbleiterkorpers merkbar zu 
verandern. 

Die intensive optische Strahlung kann z.B. durch einen 
kontinuierlich Oder gepulst betriebenen Laser erzeugt 
werden, dessen Strahl so uber die Scheibenruckseite 
gefiihrt wird, ,da3 nacheinander die gesamte Flache er- 
faBt wird. 

Das zweite Ausfiihrungsbei spiel zeigt die Herstellung eines 
nie<fe?ohmigen Kontaktes an der Riickseite eines hochohmigen 
Halbleiterkorpers. In Fig. 3 stellt eins den hochohmigen 
P-leitenden Halbleiterkorper dar, auf dessen Vorderseite 
bereits Halbleiterbauelemente 2, insbesondere UHF- Iran- 
si storen,erzeugt sind. 

In die Riickseite des Halbleiterkorpers 1 vri.rd f wie in Fig. 3 
durch den Pfeil 31 angedeutet, durch Ionenimplantation Bor 
eingebracht, so dafl eine N + -leitende Zone 12 entsteht (siehe 
Fig. 4). Das Ausheilen der entstandenen Gitterstorungen 
und das Eindif fundi er en der implantierten Boratome ge- 
schieht hier, ebenso wie bei dem oben anhand der Fig. 1+2 
beschriebenen Ausfiihrungsbei spiel mit Hilfe einer durch 
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den Pfeil 4 angedeuteten intensiven optischen Bestrahlung, 
deren WSrmeenergie ebenfalls fUr den genannten Zweck aus- 
reicht, aber zu niedrig ist, um die Dotierungsverteilung 
in dem eigentlichen Halbleiterbauelement 2 merkbar zu i 
verandern. 

Die so an der Ruckseite des Halbleiterkorpers erzeugte : 
hochohmige Kontaktierungszone wird dann durch eine auf- 
gebrachte Metallisierung, z.B. eine Au- oder AlSi-Schicht 
kontaktiert. 

Die intensive optische Strahlung wird auchhier vorzugsvreise 
durch einen Laser erzeugt, dessen Strahl iiber die Ruck- 
seite des Halbleiterkb'rpers gefiihrt wird. 
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